Zadania do ¢w. 13

W ramach éwiczenia, kazda osoba realizuje projekt dla jednego z przydzielonych przez
prowadzacego podpunktow z zadania 1 lub zadania 2 zgodnie z instrukcja do éwiczenia.

1. Zaprojektowac topologi¢ i przebieg procesu technologicznego dzielnika napigcia ze zintegrowanym
filtrem, pracujacym przy napigciu wejSciowym Uwej, zapewniajgcego napigcie wyjsciowe Uwyj.
Obwod wykona¢ wg ponizszego schematu dla zestawu parametrow:
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a) R1 =10 MQ, R2 = 10 kQ, C1 = 20 nF, Uwej= 1000 V
b)R1=2MQ, R2 =50kQ, C1 =100 nF, Uwyj= 10V
¢) R1 =8 MQ, R2 = 50 kQ, C1 = 200 nF, Uwej = 3000 V
d) R1 =300 kQ, R2 = 50 kQ, C1 = 50 nF, Uwej = 250 V
e) R1 =5MQ, R2 = 50 kQ, C1 = 150 nF, Uwyj = 25 V/
f) R1 =500 kQ, R2 =50 kQ, C1 = 5 nF, Uwyj =50 V
@) R1=100kQ, R2 = 1 kQ, C1 = 10 nF, Uwej = 800 V
h)R1 =7MQ, R2 =1 MQ, C1 = | nF, Uwej = 500 V

i) R1 =3 MQ, R2 = 600 kQ, C1 =5 nF, Uwyj = 100 V
i) R1=6MQ, R2 =200 kQ, C1 = 30 nF, Uwej = 1200 V
k) R1 =3 MQ, R2 = 100 kQ, C1 =40 nF, Uwyj=5V

1) R1 =9 MQ, R2 =200 kQ, C1 = 70 nF, Uwej = 400 V

2. Zaprojektowac topologie i przebieg procesu technologicznego grubowarstwowego filtru RC
pracujacego przy napieciu skutecznym U o przebiegu sinusoidalnym w szerokim zakresie
czestotliwosci. (Podpowiedz: nalezy okresli¢ skrajne wartosci chwilowe spadkéw napiecia na kazdym
Z elementow obwodu). Obwdd wykona¢ wg ponizszego schematu dla zestawu parametrow:
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a) R1=22kQ; C1=100 nF, C2=100 pF; Uwej = 60 V
b) R1 =500 kQ; C1=20 nF, C2=50 pF; Uwej = 80 V
c) R1=50kQ; C1=200 nF, C2=200 pF; Uwej = 100 V
d) R1=100kQ; C1=10 nF, C2=150 pF; Uwej = 120 V
e) R1=200kQ; C1=1 nF, C2=10 pF; Uwej = 140 V

f) R1 =60 kQ; C1=1 nF, C2=10 pF; Uwej = 160 V

g) R1 =150 kQ; C1=1 nF, C2=10 pF; Uwej = 180 V

h) R1 =400 kQ; C1=15 nF, C2=10 pF; Uwej = 200 V
i) R1 =330 kQ; C1=25 nF, C2=10 pF; Uwej = 220 V

j) R1 =130 kQ; C1=1 nF, C2=10 pF; Uwej = 240 V

k) R1 =250 kQ; C1=5 nF, C2=10 pF; Uwej = 260 V

I) R1 =390 kQ; C1=180 nF, C2=10 pF; Uwej = 280 V



